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Epreuve EP 12 : ELECTRONIQUE GENERALE

Cette épreuve a pour support I'étude des fonctions FP3et FP2 .

Premiére partie Etude de F P 3 : Traitement de 'écho

I Etude de FS32

Le dispositif étudi¢ fonctionne en mode A ( mode amplitude ) ; dans ces conditions VPM = 0 ;e
schéma a considérer est alors le suivant :

R4
T e T
R1
X R1 =475k
g - 5 R2=549kQ
vem > oo R4 =10kQ
Vb i VSM

M

VQM : différence de potentiel continue obtenue par réglage d’un potentiometre sur la face avant de
I’appareil: 0 <VQM <6V .

Vb : différence de potentiel continue résultant d’un réglage initial ( " réglage seuil bruit " ) tel que
Vb=-52V.

1. Tracer le modele équivalent a la structure .

2. Exprimer VSM en fonctionde R1,R2 , R4, Vbet VoM .

En remplagant les résistances et Vb par leurs valeurs numériques , montrer que VSM peut se mettre
sous la forme

(F3]

VSM=-0,182 VoM + 1,09

4. Calculer les valeurs de VSM pour les valeurs successives de VQM : 2,4 et6 V

VoM (V)| 2 4 6

VSM (V)

Les valeurs obtenues sont a reporter dans le tableau 1 de I'annexe 1 4 remettre avec la copie .
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Il Etude de FS35

L'étude de cette fonction est faite lorsque VOM > VSM |, le transistor T est alors conducteur

Rs +9V
R9
S Rs ] Rs=1,27kQ
) T - R6=1,27kQ
T > oo T R7=10 kO
o _Ré . T R8 =10 kQ
' Ro=10Q
R10=100 Q
VoM R7 R10 VM
VSM
Modele de la structure lorsque le transistor T est conducteur :
s i1 RSy R¢ i1
——__} " I >
' 8
R6 . l e
0o 2 1,
| B + =1 I
Vsm V-
Voum R7 Vs Cj ke Bi R10 l:] V™M
Ro9

VsM : différence de potentiel issue de FS32 .
VoM : différence de potentiel représentative de I’amplitude de I'onde recueillie :

0<VoM<1V

1. Exprimer V- en fonction de R5, R8 , VSM et VTM..

s8]

. Exprimer V+ en fonction de R6 , R7 et VOM .

. En écrivant I’égalité de V+ et de V-, établir que I’expression de VTM en fonction de R5, R8 , R6 , R7
VSMet VOM est la suivante :

(U8 ]

_ (RS+R8)R7 R8

VIM= psR6+ R7) YOM " R5 VM

A T’aide des valeurs numériques , montrer que : VIM =A ( VOM - VSM)
Déterminer la valeur de A .
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4. Calculer les valeurs de VTM dans les cas suivants :

VoM(V) 2 4 6
VSM(v) 0,726 0,362 0
VoM(V) 0,9 0,9 0,9
VTM(V)

Les valeurs obtenues sont a reporter dans le tableau 2 de I'annexe 1 a remettre avec la copie .

Il Etude de FS36: Conversion analogique numérique

CA3300 P lbs
VRM —__JJg 18 —b4
Vs N3
M /# 15 =12
14 L—p]
VIM — [}
13 —bo ]

VRM : différence de potentiel représentative du " réglage dynamique " qui permet d'adapter la visualisation a
I'amplitude des signaux regus et d'ajuster "plein écran " des échos de faible amplitude :1 V< VRM <6 V
VTM : différence de potentiel issue de FS35 et représentative de l'amplitude de 'onde regue .

1. Donner la valeur maximale de la grandeur numeérique de sortie N3 en binaire , décimal et
hexadécimal .

2. Alaide de la documentation technique page DT 22 donner les valeurs maximales de Ja différence
de potentiel VTM en entrée lorsque
a) VRM=32V.
b) VRM=512V

3. Lorsque VIM =2V, déterminer alors les valeurs de N3 (‘en base 10 ) dans les deux cas de réglages
précédents ( les résultats des questions 2 et 3 seront reportés dans le tableau 3 de I'annexe 1 4
remettre avec la copie ) .

VRM (V) 3,2 512

VTM max (V)

Valeur de N3
SiVIM=2YV

BEP ELECTRONIQUE session 2000

Académies de LIMOGES , ORLEANS-TOURS . POITIERS Epreuve EP 12

page 3




Deuxié¢me partie Etude de F P 2 - Contréle du déplacement de la sonde

I Etudede FS20: Traitement de la ddp image de la position réelle de la sonde -

Ri10 H

— T + A RI0=604kQ

i N > oo R11=604 kO

t R12=60,4 kQ

- R13 =604 kQ

VEs R[] T e, S C2=10nF
—C2
B R12
R13 VAM
M M

Le capteur a effet Hall fournit une différence de potentiel VE4 dont la valeur est représentative de la position de
la sonde , cette position étant repérée par un angle 0 ;
VE4 est telle que :

VE4=25 V pour 6=0°

VE4<2,5V pour 6 <0°

VE4 >2.5 V pour 6> 0°

L' étude de FS20 est décomposée en trois parties A, B, C :

Partie A :
Soit le dipdle actif de bornes H et M dont le modéle de Thévenin est le suivant :

R10 Rth

— H — H
;_’ L’
Ves Ri1 — C)Ieth
M M

1. Donner la définition de la force électromotrice de Thévenin Eth puis €tablir son expression en
fonction de VE4 ,R10etR11 .

2. Donner la définition de la résistance de Thévenin Rth puis établir son expression en fonction de
RioetRI11.

3. Entenant compte des valeurs de résistances , donner I'expression de Eth en fonction de VE4 et
calculer numériquement Rth .
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Partie B :

Considérons alors le circuit équivalent représenté ci-dessous -

Rth

3 H

1
Cc2 ——
Dle T o
M
Vi
1. Etablir I'expression de la fonction de transfert T= Eth en fonctionde Rth, C2 et © .

——

2. En déduire I'expression du module III de T en fonctionde Rth, C2 et .
3. Donner le type de filtre aprés avoir déterminé les limites vers lesquelles tend II E

a) lorsque la fréquence ftend vers 0
b) lorsque la fréquence ftend vers l'infini .

1
4. Calculer la fréquence de coupure fc & - 3 dB, soit lorsque |I | = —=

V2
1
5. En déduire , qu'aux fréquences faibles , VHM = 5 VE4, valeur qui sera prise en compte dans la
suite de I'étude de FP2 .
Partie C :

Soit le dispositif amplificateur ci-dessous :

H
+ A
D w >
VHM
R12 VaM
R13 ]

1. Représenter le modeéle équivalent de la structure
2. Etablir I'expression de VAM en fonction de R12, R13 et VHM

3. Application numérique : Montrer que VAM = VE4 .

BEP ELECTRONIQUE session 2000
Académies de LIMOGES , ORLEANS-TOURS , POITIERS Epreuwve EP 12  page$5




Remargue : La fonction FS 2 1, non étudide ici , esttelle que Vem=1,5. Vaum .

Il Etudede FS23: Comparaison:

C Ris i1
—
r Ri7 i R16= 178 kQ
B 11 1#0 1
—{ 1 > ] E Ri7=11,8kQ
4 ‘r )
VeMm 81 > o T Vref=+4V
+ Alimentation du CI :
VBM V- VEM +12V:-12V
>TVref

1. Donner le régime de fonctionnement de 'amplificateur opérationnel .
2. Donner les valeurs numériques de VEM lorsque :

a) V-> Vref

b) V-< Vref

Etablir l'expression de V- en fonction de R16, R17, VCM et VBM

W

Lorsque VCM =+ 8 V ; montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :
V-=0,5+094. VBM.

4. Synthése : Compléter le tableau 4 de I'annexe 1 identique & celui-ci :

0 <0 >0
VE4 (V) 2 3
VBM (V) 3 4,5

V- (V)
signe
d'e
YEM (V)

BEP ELECTRONIQUE session 2000
Académies de LIMOGES , ORLEANS-TOURS , POITIERS Epreuve EP 12

page 6




Tableau n° 1 ;

e awa

A
MAUIIVAC

1 X
L 4reg

metire avec ia copie

VoM (V)

(8]

VSM (V)

Tableau n° 2

VOM (V)

9

VSM(V)

VoMm(V)

0,9

Tableau n° 3 :

Tableaun®4 :

VTM(V)

VRM (V)

3,2

5,12

VTM max (V)

Valeur de N3

siVIM=2V

6

<0

>0

VE4 (V)

VBM (V)

4,5

V-(V)

signe
d's

VEM (V)
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